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１．概要（Summary） 

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の磁気中性線放電

ドライエッチング装置を利用して、PZT エッチング時の面

内分布を改善できた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

磁気中性線放電ドライエッチング装置 

【実験方法】 

熱酸化膜、下地電極(Pt)、PZTを形成したSi基板の個

片を SiC トレーにエレクトロンワックスで固定し、基板外周

をカプトンテープで覆った。本実験では、エッチングの面

内分布が悪い従来条件(条件 1)と面内分布改善条件(条

件 2)それぞれでPZTのエッチングを行い、出来栄えにつ

いて外観観察を行った。各エッチング条件を Table 1 に

示す。 

 

Table 1 Etching Condition. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

PZTエッチング前、途中、完了時の基板状態を Fig. 1

に示す。なお条件 1で使用した基板のみ一部レジスト 

マスクが形成されている。条件 1はPZTエッチングにおけ

る面内分布が発生したため干渉縞が観察された。基板外

周のエッチングレートが基板中央部に比べ 15%程度高く、

エッチング完了時には基板下部で下地電極までエッチン

グされ熱酸化膜が露出している。一方で条件 2 では均一

にエッチングされていることが外観から判断でき、PZT エ

ッチング時の面内分布を改善することができた。磁気中性

線放電ドライエッチング装置はプラズマ発生部にある 3 つ

のコイル(Magnet Top、Middle、Bottom)により磁場が 0

になる領域(磁気中性線)を形成しているが、条件2の設定

にすることで Top と Bottom コイルのバランスが取れ面内

分布が改善したと考えられる。 

 

 

Fig. 1 Photographs of sample; before etching, 

etching, after etching. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

機器利用にあたり、岸村様、井上様、瀬戸様、山本様、

運用スタッフの皆様には多大なるご指導を賜り、感謝申し

上げます。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） なし。 


